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Abstract of DE1 97521 96 

The invention relates to a semiconductor 
component comprising a semiconductor 
substrate (1 ) with one or several contact areas 
and one or several external connections (3). The 
contact areas of the semiconductor substrate (1 ) 
are joined to the respective external connections 
by means of at least one contact wire (11,13, 
14). The semiconductor component is cast in a 
moulded material (4) and is characterised in that 
at least one of the contact wires (11, 13, 14) is 
bared on one surface (5) of the moulded material 
(4) and dimensioned in such a way that it melts at 
a given current intensity. The design of said 
surface (5) is such that the contact wire (11,13, 
14) when melted is drained away. According to 
the method for producing the inventive 
semiconductor element, the contact wire (11,13, 
14) is embodied in such a way that it protrudes 
above the surface (5) of the semiconductor 
component when the external connection is 
joined to the semiconductor substrate (1) and 
presses against the moulding tool when the 
semiconductor component is cast . 
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Es wird ein Halbleiterbauelement vorgeschlagen, das 
ein Halbleitersubstrat (1) mit einem oder mehreren Kon- 
taktgebieten und einen oder mehrere Auflenanschlusse 
(3) umfafSt, wobei die Kontaktbercicho dcs Halbleitcrsub- 
strats (1) mit einem jeweiligen AufienanschlufS (3) uber 
wenigstens einen Bonddraht (11, 13, 14) kontaktiert sind 
und das Halbleiterbauelement in einer PrefSmasse (4) ein- 
gegossen 1st, und welches dadurch gekennzeichnet ist, 
dafS mindestens einer der Bonddrahte (11, 13, 14) an einer 
Oberflache (5) der PrefSmasse (4) freiliegt und so dimen- 
sioniert ist, da(J er bei einer vorgegebenen Stromstarke 
schmilzt wobei die Oberflache (5) derart beschaffen ist, 
dais der geschmolzene Bonddraht (11, 13, 14) abfliefit. 
Bei dem Verfahren zum Herstellen des erfindungsgema- 
fSen Halbleiterbauelements wird der Bonddraht (11, 13, 
14) beim Verbinden des AufSenanschlusses (3) mit dem 
Halbleitersubstrat (1) so geformt, daS der Bonddraht (11, 
13, 14) liber die Oberflache (5) des Halbleiterbauelements 
Obersteht und beim VergieBen des Halbleiterbauele- 
ments in einem PrefSwerkzeug gegen das PrefSwerkzeug 
druckt. 
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Beschreibung 



trciiic UbcrbMuni; iiM JC>-_20) tulirt cinc cx- 

dc< V .1, .. in dciii es nach einem Versaoen 

Sic. a. 

oder die Ansd :. . 7 » . ""'^ AuBenarschluG 
rung veme" i.he i^ch.t.elzsichc- 
GestaJ.uno mr.;: c -fin 'en 1 Kons.ruk.ive 
a,P - *^-fi"'er>c Auslosccharakteristik zu sor- 

acii Vieiallinn.ri, f "f '^"'^'S<="Kanalsaus^ussi- 
. ^ Ha!.. ii.rsub.sirai in.i c.nem oder n.chrcren 



mi. einernjeweilisen AuBenanSuetbefwen^^^^^^^^^^ 
c e der Pr.6„.asse freiliegt und so dixS^sionfeS 
In einer bevorzu£ten Ausfiihrungsform weist bei Hpm . 

Sicherungscharakieristik angepaSt gewunscliien 

-is^:,"!;.^'', "-"O"- -".iito-i ai. 
Ss'SbSr;r^-r'"''"^^^^^^^^^ 

Halbleiterbauelemenis niif einer PreRm^^co^ - 

len naher erlautert. ^^sieiiten Ausfuhrungsbeispie- 

schniLtbzw.inlSrcht "^'"''""""'^ 

des'^tfi'nSs^^Ha.brr 
55 schnitt. "'"^""^e" Halbleaerbaueleiuents im Quer- 

Fi«. 3a und 3b zeigi den Aufbau einer weitercn A.wfnh 
mngstonn des erfindunssocniaSen hTiku^ Austuh- 
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dargesiellien) Isolator an einen, Leiterrah.nen bzw. Lead- 
tra„,e 2 belesug. isi. An das Haibleiier^ubstrai 1 wird uber 
AuBenanschlusse 3 e.ne Spannung angelegt. bzw. es wird an 
den, Halhleuersubstrat I einc Spannung iiberdie AuBenan- 
schlusse 3 abgegnffen. Die AuBenanschlusse 3 werden mir 
(mchi dargesiellien) Koniakibereichen auf dem Halbleiier- 
subsirai 1 uber Bonddrahie 11 verbunden 

ZuinSchuizdes Halbleiiersubstrais 1 und der Bonddrahie 
A J "^"^^^ ''^ Bauelenients mi, seinen 

AuGenanschlussen 3 ,n ciner PreBn.asse 4 cingegosscn. Die 
PreBmasse 4 is, dazu zunachs, flussig und har.e, nach einer 

h!h2^n " '^^'^ '^'^ Fonn bei- 

behak. Die Fom, der PreBmasse 4 wird durch ein PreBwerk- 
zeug bestiimni. Das Prefiwerkzeug gibi die Oberflache 5 der 
PreBmasse 4 am Ende des Ausharteprozesses vor 

ErfindungsgemaS wird bei der Herstellung der Verbin- 
dung von den Komak.bereichen auf dem Halblei.ersubs.rai 
1 m., den AuGenanschlussen 3 iibcr jcwcils mindcstcns ei- 
nen Bonddrah.. 11 der Bonddraht zu einem Bogen bzw 
Bond-Loop 6 gebogen. der e.was iiber die spaiere Oberfla- 
che 5 der PreBmasse 4 hinausgezogen ist. Der Loop 6 is, in 

Ju?;h p"'p l"" vor den, Anpressen 

durcl dds PreGwerkzeug geform, ist. Bein, Umpressen des 
Baus,ems teden der Loop 6 gegen das (nichi darges,cll,e 
PrcBwerkzeug, so daB der Bonddralil 11 sicher an der Pr^B- 
massen-Oberflache 5des fenigen Bauieils zu liegen kommt 
Bern Aushartcn bleib, der Bonddrah, 11 in Kon,ak, mi. dem 
Prefiwerkzeug und lieg, bei de,„ fenigen Bau,eil also sicher 
IZ! i?u Oberflache 5, Schmiiz, nun der Bonddrah: 11 

M f' r"""S. Versagen des Bauelemen,es. so kann 
das Me,a 1 aus e.ner Offnung 7 in der PreBmasse 4 aus,re,en 

de,n h' ' k ^^^'^^"^""S den Kontakrbereichen auf 

acm Halbleitersubstra,. 1 un,erbrechen 

.i.u ^ ^^-^'^^^'^ ^ "^"^ Halblei,.erbaueien.en,s is, in Drauf- 
m dLrP^R T"'"'''- Di-^ Ausdehnung des Halblei.ers 
1 .n der PreBmasse 3 is, gesu-icheli gezeigt. An, oberen Ende 
der PreBmasse 3 schlieBr sich der Leadframe 2 an. der al' 
Belesugung und Kuhlkorper diem. Die un,en in der Fig Tb 
"Mini''" ^^"'^^^"^"J^hlusse 3 enden in der PreBmasse 4 
blind und sind iiber - leilweise gestrichel, daraesielhe - 

fuTS.^Hj;/",^'^'''''^"";""^'' ™' Konu»krbereichen 
^l^TnVve ' ^"''""den. Die Bonddrah.e 

U-e en .n Ottnungen 7 aus der PreBmasse 4 an die Oberflache 
3 und hegen trei. So is, siehergesrelk. daB bei einem 
S^Z h" ^".S°"^dral„cs II aufgrund eines zu groGen 

kZJ ^ Verbindung von den AuBenanschlussen 3 zu den 
Wakr ereichen des Halblciiers 1 sofor, umerbrochen 
wnd. Dadurch wud eine Be.schadigung anderer Bauele- 
men,e zuvcrliissig vcmiiedcn. 

In der in Fig la und Ibgczeig.en Ausfiihninosfon,, der 
Erfindung ,s, d.e Oberflache 5 des Bauelements^eben. und 

d e Oberflache. Slor,.,edoch bei bestin.m,en Anwendun-en 
die Kon aktslelle" an der Bau,eil-Oberflache 5 - beispieis- 
weise bei einer Fixierung des Bau,eils mi, me.allischen Fe- 
aucSn' ■ Aus,ri„ss,clle 7 des Bonddrahtes U 

E n A * ''''' Oberflache 5 geleg, werden. 

Line sokhc Austuhrungsloni, isi in Fig. 2 dargesielli Dabei 
kann als Veniefung z. B. eine Auswerlt-Marke de BauSe- 
mems vcrwende, werden. was den Voneil hai. daB kein zu- 
saizhcher Fenigungsschri,, erlbrdcrlich wird 

Hafblei.l^^h""'? Ausfuhrungsfonn des erflndiingsgemaBen 
Halt^e ,erbauclemen,s ,s, in Fig. .^a und 3b geze1<zV. Da die 
Bau,c,lc in der ubcrwicgcnrten Anzaiil der FiSlc cm wcdcr in 
honzon.aler Oder in vcnikaler Position eingebau. werden, 
kann e sein. daB „n Falle des Schmelzens des Bonddrah.es 
11 das flussige Mcall nich, abflicB,. da die S.ellc. an der der 



Drah, 11 schmilzL. an einer tieferen Posiiion als die Umce- 
bung heg,. (Das Bauelemcnt ist in Fig. 3a in "horizon,alcr" 
Lage gezeigt: vertikal" bedeutet, daB das Bauelemen, urn 
eine senkrecht 7.ur 7.eichenebene in Fig. 3a .Mehende Ach.se 
5 um + Oder -90° gedreht wird.) Das ha„e zur Folge. daS der 
.S,romptad nicht wie gewiinsch, un,erbrochen wird. Bei der 
in Fig. 3a und 3b gezeigten Ausfuhrungsfoni, wind dieser 
Fall durch eine geeignei geformte iiicke 9 in der PreBmasse 
4 veniiieden. Die Sicke 9 hat i,n wesentlichen die Fonn ei- 
10 nes Viertelkreises und ist an einer Kante des PreBmasse 4 
angeordiiet Dadurch wird sowohl bei horizonialem als auch 
be. vertikalem Einbau des Bauelements ein Ablaufen des 
flussigen Metalls sichergestellt, denn in beiden Fallen befin- 
de. sich d.e Ottnung 7 in der Oberflache. an der der Bond- 
drah, 11 nach auBen ttitt, in der Miue einer seneie.en Ha- 
che. so daB flussiges Metall vom Bonddraht U ungehinder. 
abnieBen kann. 

Wic aus der Draufsich, in Fig. 3b hcrvorgch.. kann die 
.0 h""^^ u^o ^'"n" P"=Bmasse beschrank, sein. d. h. 

-0 die Sicke 9 muB s,ch nicht uber eine ganze Kame erstrecken 
Auch be. Ersireckung der Sicke nur uber einen Teil der 
Kanle der PreBmasse ist jedoch eine Unterbrechuna des 
Mromptades bei naliezu beliebiger Einbaulage gewahrlei- 

A ^'"f Ausfuhrungsfoni. der Erfindung is. in Ft». 

4a und 4b gezeigt Slatt einer Vertiefung 8 in der Oberflache 
5 wie m F.g 2 isl in der Ausfuhrungsfonn nach Fig. 4a und 
4b eine Kerbe 10 in der Oberflache 5 vorgesehen. die im 
30 Onf'l'""' ^1"^" "^'bkreis darslelk. Andere Fonuen des 
30 Querschnjtts der Kerbe 10 wie die eines Dreiecks sind eben- 

Druie des Gehauses bzw der PreBmasse 4 angeordnet dar- 
gesielli. D.e letzlendlich gewahl.e Lage der Kerbe 10 hang, 
dabe, von den genauen Vorgaben des Gehauses ab. d. h da- 

' TO "^yP TO-220AB. TO-220AA. 

— UC. 5U1-150 o. a. 1st. 

Die Erfindung isi auch anwendbar bei Hochsirom-Transi- 
s,oren. be. denen ein AnschluBpin 3 mil n.ehreren Bond- 

40 fvtbunHV"''.^",'''''''-^'!*.*^^^" ""f"'*""' Halblei.ersubstra, 
40 1 verbunden ist. Daher sind in Fig. 3b und 4b mehrere Bond- 
diahlc 11 gezeigt. die von einem AuBenanschluB 3 mi, meh- 
reren Koniakibereichen auf den. Halbleiter verbunden sind 
R L , h hoch belasteten KoniaktHache zwischen 

Bonddraiii 11 und PreBmasse 4 bestehi die Gefahr des Ein- 
"I?" Feuchtigkeii in das Bauelemcnt. Daher wird in 
der Austuhrungslbrm nach Fig. 5 ein Zwischenschrit, bei 
der Verbindung der Kontaktbereiche des Halbleiters mil den 
AuBenanschlussen vorgesehen. Dabei weisi der Oder die 
Bonddraliie 11 einen crsten Bonddrahl-Abschniii 13 und ei- 
50 nen zwe.len Bonddrahl-Abschniti 14 auf Dor ers,e Bond- 

^ ."i^" l^ "^""^ A"BenanschhiB .3. der zweile 
Bonddralii-Abschn.,1 14 wird vom Chip 1 auf eine Zwi- 
scheninsel 12 im Leadframe 2 gezogen. Diese Zwischenin- 
stl 12 kann auch c.n unbenuizier AnschluBpin 3 sein Ein 
5.. Vordnngen von Feuch.igkeit zum Chip 1 wird da.uit sicher 
verniieden: die Feuchtigkeit kdnnte sich. wenn uberhaupi 
nur zwischen den. eigentlichen AuBenanschluB 3 und der 
fu'^breiicn"'''' ^' Bonddrah.-Abschni,, 13 

6-^ Gerade bei Baustcinen mil mehreren. im allgemeincn 
auch untersch.edhch langen Bonddrahten 11 Iwischen 
Halbleiier 1 und AuBenanschluB 3 kann die Einstelluno ei- 
nes dehnierten Auslosesironis, d. h. eines Siromes. bei dcni 
die Vtrbindung umerbrochen wird. problen.atisch sein. Die 
Ausluhrungslom. mii der ZwischcninscI 12 nach Fig S cr- 

Bonddraliie 14 vom Chip 1 auf die Zwischeninsei 12 oezo- 
gcn, von don kann dann nur ein - enisprechcnd de" ge- 
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gefogen AuBenansch.uC 3 

Rrreicht der Gesam.querschnitl des oder der Bonddrahte 

Chung 1, des Oder der AuBenanschlusse Fit 6 zJ 

ii^. Z n u ^"'Begebenen MaB wie in Fig. 6 |c- 

Paientanspriiche 

e uerb4uelei„enl ,n einer Pr^Bn.as.e (4) ei„«e"ossen 25 

-. Halbleuerbauelenient nach Anspruch 1, dadurch oe- 
l^ennzeichnet, daB die Oberfliiclie (?) der PreGm 
eine Verliefung (8) aufweist l,;;"^'"' ^'^'^'^'"'^^e (4) 
der Bo„ddrmne°/n! S^^l^ 
^. Halbleiterbauelemeni nach Ansprucli 1. dadurch <.e 

eine Kerbe (10) autweisi, in der inindesiens einer der 
Bonddrahte (11, 13. 14) freiliegi 

4^ Halbleiterbaueleineni nach Anspruch 1. dadurch "e- 

einc Mcke (9) an einer Kante aufweist in Her minHo' 

kenn. ! ^"'o''"'^"' "^'^'^ Anspruch 1. dadurch ee- 
(1113 uT' einer der BoncSihL 

ir.h, vK ^" ^^^^ ""d «nen zweiten Bond 

6^ H.-^bleuerbauelerueni nach einen, der vorangehen- 

SLT'T"^'- "^^"^"'^^ gekennzeichnet, daB der 
DrahidurchmesserderBonddraJitedl 13 i4?tLn 
als eiwa 500 pni isL ^ Ueiner 

L" A'"^"^'''lf"^'^'"^"' "^'^•^ ^'"«n der vorangehen- 55 

S. Halbleiierbaueleinent nach Anspruch 7 dadurch ce o 
|^ennze,chne>. daB das Bonddrah-Lteriai aIuh "n.S; 

9. Verfahren zuin Hersiellen eines Halbleiierbauele 
n.cn.s nach eine.n der Anspruche 1 bis 8 dS ein Ha b 

uZfl u . ""'^'^'^ AuBenanschlusse (3) 

s rt ( )""':•'" Kon,alc,bcreiche des Halblei.eLt' 
s.rdis (1) m„ e.nen, jeweilioen AuBenanschluB (3) uber 
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45 



50 



sTniird;„Th"duer^^' 

•SSS'" H^i'^'ei.ersubs.ra.s (1, an einer Grund- 

s^JSim'mi?.**'' Kon.a]ctbe,eiche des Halbleitersub- 
strats (1) nut einem jeweihgen AuBenanschluB (3) mil 
wenigsiens eineni Bonddrahi (11 13 14) 
VergieBen des Halblei.erbauelenien^s in'einem PreB- 

.e^'ut::^ c a)r ^ '^'r ^ =^ "-^^2. 

SnSchii^Sr"' ^^'^ cladurch 

der Bonddrahr (11. 13. 14) bein. Verbinden des AuBen- 

der Bonddrahi (11. 13. 14) uber die Oberflache (5) des 
Halbieuerbauelements ubersreht und beim VerileBen 
gegen das PreBwerkzeug driickL "^leben 
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